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Одним из наиболее гибких способов создания дискретных наноструктур является вакуумная конденсация на поверхность твёрдого тела [1]. Для расчёта режимов формирования структур элементов приборов микро- и наноэлектроники не всегда приемлемо пользоваться макроскопическими параметрами твёрдых тел. Начальная стадия фазовых превращений определяет физическую сущность метода получения структуры, поэтому вопрос о кинетических закономерностях кластерообразования при конденсации является актуальным.

Целью работы является создание модели Λ-взаимодействия для описания нуклеации кластеров в докритической метастабильной области заполнения поверхности плёнкой.

В рамках модели предложена классификация кластеров по типу, в зависимости от скорости распада при нуклеации (рисунок 1). Модель позволяет более точно, чем больцмановское распределение [1,2], описать кинетику процесса конденсации, учитывая испарение адатомов, разный размер кластеров с определённым критическим размером и наиболее полно описывая вероятность захвата отдельных атомов кластерами из потока. Также распределение модели учитывает вероятностный эффект распада кластера при росте, что позволяет учитывать факт, что коалесценция протекает для разных кластеров с разной скоростью.
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	Рис. 1. Классификация кластеров в зависимости от числа атомов 


Таким образом, в работе предложена модель взаимодействия кластеров, результаты которой могут быть использованы при разработке режимов формирования элементов микро- и наноэлектроники методом импульсного лазерного осаждения.
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